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１．概要（Summary）

MnAlGe 化合物は正方晶の結晶構造に由来して、

大きな磁気異方性を示すことが知られており[1]、垂直

磁化膜の強磁性材料としての応用が期待される[2]。本

研究では、この MnAlGe と BaTiO3 強誘電体から構成

される多層膜を作製し、電界による磁気異方性の制御

を最終目的としているが、今年度は試料の磁気特性に

及ぼす膜厚依存性を調べるために、熱酸化シリコン基

板上に加熱温度 450℃にて MnAlGe 薄膜を 10～80 nm

の膜厚で作製した。

２．実験（Experimental）

【利用した主な装置】

イオンビームスパッタ装置（伯東社製：M 820）

【実験方法】

到達真空度は 3×10-7 Torr 以下、スパッタ時の圧力は

4×10-4 Torr、加速電圧電流 950 V、80 mA，基板加熱温

度は設定温度 450ºC の条件で行った。ターゲット組成

は Mn27Al36.5Ge36.5で、20×20 mm の熱酸化シリコン基

板上に 10～80 nm の膜厚で製膜した。

３．結果と考察（Results and Discussion）

Fig.1 に基板加熱設定温度 450℃の条件で製膜した

MnAlGeの X 線回折パターンを示す。膜厚はそれぞれ、

10、20、30、50、80 nm である。条件が適切であれば、

c 軸配向により、001, 002, 003, 004 で指数付けされる

ピークの反射のみが観測されるはずであったが、本試

料では 001 反射以外にも、101, 111, 112 等の反射によ

るピークが観測され、完全な c 軸配向膜は得られなか

った。垂直磁気特性を得るためには MnAlGe 化合物に

おいて c 軸配向をすることが必須であり、今後、再度

成膜条件を見直すことが必要である。

Fig.1 X-ray diffraction patterns of MnAlGe films with the
thickness of 10, 20, 30, 50 and 80 nm deposited at 450 deg.
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